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AVANT-PROPOS

Le présent amendement a été établi par le comité d'études 47 de la CEl: Dispositifs a

semiconducteurs.

Le texte de cet amendement est issu des documents suivants:

Dis Rapports de vote
47(BC)1259 47(BC)1330
47(BC)1303 47(BC)1317

47(BC)1304 47(BC)1318
47(BC)1320 47(BC)1353
a

toute information

Les rapports de vote indiqués dans le tableau ci-dessu
vote ayant abouti & I'approbation de cet amendeme
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SOMMAIRE
CHAPITRE I: GEN
Ajoqter le titre

3 Marquage

s de Ia nouvelle section et des nouveaux articles suivants:

QUATRE - THYRISTORS BLOCABLES PAR LA GACHETTE

Généralités

Conditions pour les valeurs limites
Valeurs limites de tension et de courant
Valeurs limites de puissance

sur le

Valeurs limites de tempeérature

Valeurs limites mécaniques

Caractéristiques électriques

Caractéristiques thermiques
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FOREWORD

This amendment has been prepared by IEC technical commitiee 47: Semiconductor
devices.

The text of this amendment is based on the following documents:

DIS Reports on voting
47(C0O)1259 47(C0)1330
47(C0O)1303 47(CO)1317
47(C0O)1304 47(C0O)1318
47(C0O)1320 47(C0O)1353

Full information on the voting for the approval of this am nche nd in the
reports on voting indicated in the above table.

Page 9

CONTENTS

CHAPTER I: GENERAL

Add the title of claus

3 Marking of thyri
CHAPTER lII: F AND CHARACTERISTICS
Add, on page rentithe e following new section and clauses:

ION FOUR - GATE TURN-OFF THYRISTORS

General
Rating conditions

Voltage and current ratings (limiting values)
Power ratings (limiting values)

HWN =

5 Temperature ratmngs (Imiting values)

Mechanical ratings (limiting values)
Electrical characteristics

Thermal characteristics

Mechanical characteristics and other data

©O©o0o~N®
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Page 4
CHAPITRE V: RECEPTION ET FIABILITE
Remplacer les titres de ce chapitre par les titres suivants:

SECTION UN — ESSAIS DE TYPE ET ESSAIS INDIVIDUELS

=

Essais de type

2 Essais individuels

SECTION DEUX - ESSAIS D’ENDURANCE ELE UE

@%

b

Exigences générales
2 Exigences spécifiques

2
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Page 5
CHAPTER V: ACCEPTANCE AND RELIABILITY
Replace the titles of this chapter by the following titles:
SECTION ONE - TYPE TESTS AND ROUTINE TESTS

1 Type test

Routine test

SECTION TWO - ELECTRICAL ENDURANCE TEST

and

General requirements
2 Specific requirements
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Page 10
CHAPITRE I: GENERALITES

Ajouter le nouvel article suivant:

3 Marquage des thyristors

tions suivantes:

— nom ou identification du fabricant;
— type du fabricant ou du fournisseur;

- marquage permettant la distinction entre les borne
géchette.

Page 48

ACTER S ESSENTIELLES

CHAPITRE Hll: VALEURS LIMITES ET/CAR

1.1 Gamme dlapplica

type P, soitdg

On doit spécifier les thyristors comme des dispositifs a température ambiante spécifi
comme des dispositifs & température de boftier spécifiée.

Aux fréquences élevées, les valeurs limites de courant des thyristors prévus pour ap

Ct thyrist loit &t 5 lair et o’ ¢ indélébil | tenir | informa-

et de

Cette s ) ; \es\pour les thyristors triodes bloqués en inverse, s¢it de

erme

Be ou

plica-

tions en commutation rapide dépendent, d'une maniére plutét complexe, des dissipa

ues at passant, . ad Ui :
pourquoi il est nécessaire de prévoir des valeurs limites dépendant de la fréquence.

itions
C’est

Outre les valeurs limites de courant données pour une température de boitier spécifiée on
doit connaitre la dissipation de puissance moyenne ou I'énergie totale afin de calculer les
conditions de refroidissement nécessaires. Pour effectuer ce calcul, on doit indiquer
I'’énergie moyenne pour une impulsion. On obtient Ia dissipation de puissance moyenne en

multipliant I'énergie par impulsion par la fréquence de répétition.
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Page 11
CHAPTER |: GENERAL

Add the following new clause:

3 Marking of thyristors

— manufacturer's name or identification:

— manufacturer’'s or supplier’s type;
— marking to permit the distinction between anode, cathode a

Page 49

1 General
1.1 Range of applicati
This section g 2

the P-gate or the-N-gate

Turn-off thyristors \are ecifically covered by these standards. The term "reverse-
blocking trigde-th heen abbreviated in the text to "thyristor".

erse-blocking triode thyristors, which may be either of

Thyristors.sha pecified as ambient-rated devices or as case-rated devices.

At (higher frequencies, the current ratings of fast-switching thyristors depend on the
on-state, turn-on, turn-off and gate-power dissipation in a rather complicated way.
—Therefore, ratings dependent on IreqUENCY are necessary.

Besides the current ratings given for a specified case temperature, the average power dis-
sipation must be known to calculate the cooling conditions necessary. For this calculation,
the average power dissipation or the total energy dissipation for one pulse shall be given.
If the energy dissipation per pulse is given, the average power dissipation is obtained by
multiplying it by the repetition frequency.
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1.3 Températures recommandées

Plusieurs des valeurs limites et des caractéristiques doivent étre indiquées a une
température de 25 °C et & une autre température spécifiée. Sauf indication contraire, cette
autre température spécifiée doit étre choisie par le tabricant dans Ia liste donnée par la
CEIl 747-1; de plus, les températures de -40 °C et de +35 °C peuvent étre utilisées.

2 Conditions pour les valeurs limites

[ Les valeurs iimites données a anicle 3 dolvent étre Indiquées pour une ou piusiedns des

conditions thermiques suivantes:

2.1 Thyristors & température ambiante spécifiée

2.1.1 Convection libre

et la

A une

A une te 8 ier choisje dans la liste des températures recommandées
(voir1.3<§

ns de

fonctionnement pour les dispositifs particuliers.

3.1 Tensions anode-cathode

3.1.1 Tension inverse de pointe non répétitive (Vgy)

Valeur limite. Si cette valeur doit étre réduite pour des fréquences de fonctionnement plus
élevées, indiquer le facteur ou la courbe de réduction.
3.1.2 Tension inverse de pointe répétitive (Vgg),)

Valeur limite. Si cette valeur doit étre réduite pour des fréquences de fonctionnement plus
élevées, indiquer le facteur ou la courbe de réduction.
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1.3 Recommended temperatures

Many of the ratings and characteristics are required to be quoted at a temperature of
25 °C and at one other specified temperature. Unless otherwise stated, the one other
specified temperature shall be chosen by the manufacturer from the list in IEC 747-1;
in addition, temperatures of —-40 °C and +35 °C may be used.

2 Rating conditions

Fhe-ratings—giver-trcl & shat-be-stated-und the-fottowimat |

conditions.

2.1 Ambient-rated thyristors

2.1.1 Natural convection

At 25 °C and at one higher temperature (see 1.3). The cod
case of a gas) shall be specified.

Air pressure shall be at least 90 kPa (900 mbar
1 000 m above sea-level.

2.1.2 Forced circulation

3.1 Anode-cathode voltages

311 Non-repetitive peak reverse voltage (Vasm)

Maximum rated value. If this value has to be derated at higher opetating frequencies, the
derating factor or curve shall be given.
3.1.2 Repetitive peak reverse voltage (Varm!

Maximum rated value. If this value has to be derated at higher operating frequencies, the
derating factor or curve shall be given.
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3.1.3 Tension inverse de créte (Vgqyw) (s'il'y a lieu)

Valeur limite d'une tension inverse répétitive en forme de demi-ondes sinusoidales
fréquence du réseau, en général 50 Hz ou 60 Hz (durée: 10 ms ou 8,3 ms).

3.1.4 Tension inverse continue (s'il y a lieu)

Valeur limite.

3.1.5 Tension de pointe non répétitive a I'état bloqué (V)

Valeur limite. Si cette valeur doit étre réduite pour des fréquences de fonctionnemen

élevées, indiquer le facteur ou la courbe de réduction.

3.1.6 Tension de pointe répétitive a I'état bloqué (V)

Valeur limite. Si cette valeur doit étre réduite pour des ionnemen

Valeur limite maximale d’'une
sinusoidales & la fréquence ¢
8,3 ms).

Valeur limite
d'impédance d

3.2 Tens<> S

P~ (gachette positive pour une tension directe de gachett
hette et d'anode dans le cas d’un thyristor N (anode positive

X cathode anode 4+ y

b’ )

+ I
gachette géachette

Thyristor P Thyristor N

433783

Figure 11

1994

ala

plus

plus

ndes

e et

appliquées entre les bornes de gachette et de cathode

e) et
pour
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3.1.3 Crest (peak) working reverse voltage (VaRwm) (Where appropriate)

Maximum rated value of a repetitive reverse voitage having a half-wave sinusoidal wave-
form at mains frequency, usually 50 Hz or 60 Hz (duration: 10 ms or 8,3 ms).

3.1.4 Continuous (direct) reverse voltage (where appropriate)

Maximum rated value.

3.1.5 Non-repetitive peak off-state voltage (Vosm)

Maximum rated value. If this value has to be derated at higher operati
derating factor or curve shall be given.

equencies, the

3.1.6 Repetitive peak off-state voltage (Vorm!
Maximum rated value. If this value has to be derated at hig xa ncies, the
derating factor or curve shall be given.
3.1.7 Crest (peak) working off-state voltage (Vp

Maximum rated value of a repetitive qff-state : alf-wave sinusoidal wave-
form at mains frequency, usually 5¢ Hz or 6 i

3.1.8 Continuous (direct) off-state olth

Maximum rated vajue dey ied conditions of control signal and gate-circuit
impedance.

3.2 QGate voll@s

Gate voltages &
positive for 2

gate and cathode terminals of a P-gate thyristor (gate
age), and between anode and gate terminals of an N-gate
orward-gate voltage).

— cathode anode 4
T " [}
+ —
gate gate
P-gate thyristor N-gate thyristor

483/53

Figure 11
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3.2.1 Tension directe de pointe de gachette (anode positive par rapport a la cathode)

Valeur limite maximale.

3.2.2 Tension directe de pointe de gachette (anode négative par rapport a la cathode)

Valeur limite maximale.

323 Tensi i i i

Valeur limite maximale.

3.3 Courant a I'état passant

3.3.1 Courant moyen a I'état passant

Les valeurs limites doivent étre spécifiées dans un diag j oyen
a I'état passant en fonctionnement continu pour dgs demi-sin 3 le de
conduction de 180° et pour des impulsions re : 3 s de
conduction, au moins 180° et 120°, a 50 0 nction de la tempénature
ambiante ou de la température de boitier.

pour

NOTE - La valeur limj \ sé tharge

Valeur i
fonction de I

e en
bidis-

3.374. Courarit de surcharge prévisible a I’état passant

Quand cette valeur limite est nécessaire, on doit la donner en indiquant la valeur
maximale de la température virtuelle de jonction et I'impédance thermique transitoire maxi-
male. De plus, des valeurs limites de courant de surcharge prévisible peuvent étre|don-

nées par des graphiques.

3.3.5 Courant de surcharge accidentelle a I'état passant

Cette valeur limite doit étre donnée dans des conditions initiales correspondant a la valeur
limite de la température virtuelle de jonction. De plus, des chiffres correspondant & des
températures virtuelles de jonction initiales plus basses peuvent étre donnés.


https://iecnorm.com/api/?name=4075f6e06febc08805d7d5cc329cd903

747-6 Amend. 2 © IEC:1994 -13-

3.2.1 Peak forward-gate voltage (anode positive with respect to cathode)

Maximum rated value.

3.2.2 Peak forward-gate voltage (anode negative with respect to cathode)

Maximum rated value.

3.2.3 Peak reverse-gate voltage (where appropriate)

Maximum rated value.

3.3 On-state current

3.3.1 Mean on-state current

The maximum rated values shall be specified in a diagram
current for continuous operation with half-sine waves of 180 cogduction angle and with
rectangular pulses of various conduction angles, at-least 18 (
60 Hz, versus ambient or case temperature.

As a reference value for certain claras e’ maximum rated value for
haif-sine waves of 180° conduction “angile i or 85 °C case temperature

overload occurs.

3.3.2 Repetitive peg

Maximum rat@

relation to the “q
frequency.

s_Opération. This rating shouid be expressed with
duction angle, cooling conditions and operating

3.3.4 Qverload on-state current

Where-this rating is appropriate, it shall be given by stating the maximum virtual junction
temperature and the maximum transient thermal impedance. In addition, overload current
ratings may be given by means of diagrams.

3.3.5 Surge on-state current

This rating shall be given at initial conditions corresponding to maximum rated virtual
junction temperature. In addition, figures corresponding to lower initial virtual junction
temperatures may be given.
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Les valeurs limites de courant de surcharge accidentelle doivent éire données pour les
durées suivantes.

a) Pour des durées inférieures & une demi-période (& 50 Hz ou 60 Hz), mais supé-
rieures & environ 1 ms, en termes de la valeur limite maximale de

[2at
On peut donner ces valeurs limites par une courbe ou par des valeurs spécifiées. On
SPPOSt " - - PaS ::::‘.:‘ e o “‘:‘ A BS€ wiw ae - “‘;‘ I,état
bloqué suivant immédiatement la surcharge accidentelle. ’
NOTE - Pour les thyristors rapides ou ceux a forte densité de décharge dans la fermeture tels Gue Ig répar-

tition périphérique ou a interdigitation des structures de géachette, il peut écessaire de prévpir des
temps inférieurs 2 1 ms.

res a
maxi-
poser

égale

les a

es

bn de

by tensionspécifiée a I'état bloqué avant 'amorgage;

c) tension inverse spécifiée;

d) conditions de gachette spécifiées pendant I'établissement et la coupure du cou1rant;

|~  e) réseau d'amortissement RC spécifié

La figure 12A est donnée comme exemple et la figure 12B pour explication.
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Surge current ratings shall be given for the following time periods.

a) For times smaller than one half-cycle (at 50 Hz or 60 Hz), but greater than approxi-
mately 1 ms, in terms of maximum rated value of

i? dt
These ratings may be given by means of a curve or by specified values. No immediate
I : licati ¢ it ff-stat It ; |

NOTE - For fast turn-on thyristors or fast plasma-spreading thyristors such as those with distributed)gatg
or interdigitated gate structures, values for times below 1 ms may be needed.

b) For times equal to, or greater than, one half-cycle and ¢
50 Hz or 60 Hz), in the form of a curve showing the ma

These ratings should preferably be given for a reve
repetitive peak reverse voltage. Additional rati
50 % or 100 % of the maximum repetitive pea

Maximum rated valug
3.3.7 Peak v@

Curves showing 3 b ed peak on-state current values as functions of the half-
sine wave<curren d ion, with the repetition frequency as a parameter, under the

a) ecifi d einperature;

b) ifiedoff-state voltage before turn-on;

¢). (specified reverse voltage;

d)" specified gate conditions during turn-on and turn-off;
e) specified RC damping network (snubber).

Figure 12A is given as an example. Figure 12B is given for explanatory purposes only.
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ITRM ‘}
(A)

1000 - fh=1T

//:__\\—\1 kHz ~ 0.5 kHz

7.5 kHz

o, 1,5 kHz
% 5 kHz 2,5 kHz

100

Tcase = 567C

(us

CEl 128194

Figure 12A — Courant limite sinusoidal de poi assant /xp\, (voir figure 12B)

349/83

NOTE - La forme d’onde de l'impulsion comprend le courant d’'impulsion dil au réseau d’amortissement RC.

Figure 12B

3.3.8 Valeur de pointe d’'un courant trapézoidal a I'état passant aux fréquences élevées
(s’ily a lieu)

Courbes montrant les valeurs du courant limite & I'état passant en fonction de la vitesse
de croissance du courant & I'état passant, de la fréquence de répétition et du facteur
d'utilisation ou de la durée de I'impulsion dans les conditions suivantes:
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fram A
(A)
1000 - =T
/\\1 Ko~ 0.5 kHz
/—\ 1.5 kHz
s’ 2,5 kHz
/—1— 0 kHz
100 -
Tcase =55°C
20 , N\
10 100 {us
IEi 28194
Figure 12A — Maximum rated peak sinusoidal oi-state ¢t rw (see figure 12B)

\ Patameterxrepetition frequency

Vam

349783

NOTE - The pulse wave-form includes the current pulse due to the RC damping network.

Figure 128

3.3.8 Peak value of a trapezoidal on-state current at higher frequencies (where
appropriate)

Curves showing the maximum rated on-state current values related to the rate of rise of
on-state current, the repetition frequency and either the duty cycle or pulse duration under
the following conditions:
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b) tension & I'état bloqué spécifiée avant établissement du courant;

c) tension inverse spécifiée;

NOTE - Etant donné que l'influence de la tension inverse appliquée est significative, il est recommandé de

donner deux ou plusieurs familles de courbes.

d) conditions de gachette spécifiées pendant I'établissement et la coupure du courant;

e) réseau d’'amortissement RC spécifié;
f) facteur d'utilisation ou durée d'impulsion spécifiés

Les figures 13A et 13B sont données 2 titre d’exemple. La figure 13C n’est donnée gue

dans un but explicatif.
A

ITRMm Facteur d'utilisation
(A)
Tcase =55°C
1 000 4

000 diy/dt = 50 A/us
' Tcase =55°C

N

500 - 250 Hz
1000 Hz
2500 Hz

a I'état passant /;p,, pour une duré
re 13C) en fonction de la vitesse de

fo = 1/T

dit/dt (A/us)
CEl 129/94

[

5000 Hz
0 T T L
10 100 1000 tw (us)
CEl 130/194

NOTE - Différents ensembles de courbes sont nécessaires pour différentes valeurs de dir/dt

Figure 13B — Courant limite de pointe trapézoidal & I'état passant /1, ayant une valeur
spécifiée de dir/dt (voir tigure 13C) en fonction de la largeur d’impuision

tW

, avec comme paramétres la fréquence de répétition f, = 1/T
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a) specified case temperature;
b) specified off-state voitage before turn-on;
c) specified reverse voltage;

NOTE - As there is a significant dependence on the applied reverse voltage, it is recommended that two or
more families of curves be given.

d) specified gate conditions during turn-on and turn-off;
e) specified RC damping network (snubber);
— 1§} specified duty cycle-orpulse-duration-

Figures 13A and 13B are given as examples. Figure 13C is given for explanatory purposes
only.

ITRm A Duty cycle = 50%

(A)

7;;ase =55°C

1000

500

dit/dt (A/us)
1EC 129194

Figure 13A - Rated peak trap zo urrent /1), for a specified t,
: sca‘function/of the rate of rise of on-state

dit/dt = 50 A/us
nase =56°C
\\fo =uT
500 - 250 Hz 60 Hz
1000 Hz
2500 Hz
5000 Hz

0 T T T -
10 100 1000 10 000 tw (us)

IEC 130194
NOTE - Different sets of curves are required for different values of dir/dt.
Figure 13B —Maximum rated peak trapezoidal on-state current l+grm having

a specified di;/dt (see figure 13C) as a function of ty
Parameter: repetition frequency fo=1T
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+diy/dt
Itam 4 ——

% I1pM 4=~~~

Vo & i
Vom +- |

VMmoo -

1 131194

rs de

plus

e'par la gachette;
a durée doit étre plus longue que la constante de temps [ther-

2.  On donne la valeur limite de di/dt dans le cas ou il n'y a pas de réseau RC en paralléle ayec le
thyristor. Si I'on donne une valeur limite supplémentaire de di/dt dans le cas d’un réseau RC, on dojt don-
ner 'amplitude et la durée admissibles de la surcharge due a ce réseau ou bien les paramétres du régeau.

3.3.10 Courant de pointe pour non-rupture du boitier

La valeur limite pour «courant de pointe pour non-rupture du boitier» doit étre spécifiée,
s’il y a lieu, comme la valeur maximale d’'un courant triangulaire augmentant a une vitesse
déterminée, de préférence 25 A/us, et ayant une durée d’'impulsion spécifiée pour une
température de boitier au départ a spécifier, de préférence 25 °C.

NOTE - Il est nécessaire de connaitre le «courant de pointe pour non-rupture du boitier» des diodes de
redressement et des thyristors a courant élevé (valeurs limites du courant moyen égales ou supérieures a
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A
+diy/dt
Ithm 4 ——
1/2 ITRM —————————————————————
| .
' | t
}———tv_v——z
| N
fr—— T = 1/fo—'——
vo A i
Vom - !
——rtHT—
{ I
B e
t,
VRM o —— e —— e —— -
1EG, 131194

3.3.9 Critical rate of rise of on-stat

Maximum rated value under the follo

c) repetitk@
d) ambient or «

2 The rated value of di/df should be given for the case of no RC network connected in parallel with the
thyristor. If an additional di/dt rating is given for the case where an RC network is present, the permissible
amplitude and duration of the surges from this network or the parameters of this network must be stated.

3.3.10 Peak case non-rupture current

The limiting value "peak case non-rupture current" should be specified, where appropriate,
as the maximum value of a triangular current rising at a specified rate, preterably 25 A/us,
and having a specified pulse duration for a starting case temperature to be specified,
preferably 25 °C.

NOTE ~ The "peak case non-rupture current” is needed for high-current rectifier diodes and thyristors
(mean current ratings of about 1 000 A and higher) that are used in large convertor installations (as a rule,
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1 000 A), utilisés dans les installations importantes de convertisseurs (en général, on connecte en paralléle
plusieurs dispositifs) car, si un dispositif n’arrive pas & bloquer la tension inverse, il s’ensuit un courant de
court-circuit trés brusque et de valeur éievée qui peut amener la rupture du boitier et endommager
I'équipement avant qu'un fusible ait eu le temps de le protéger.

En conséquence, la détermination ou la vérification de cette valeur limite nécessite d’avoir une installation
d’essais de forte puissance; les colts de I'essai lui-méme et des échantillons détruits sont considérables et
ne se justifient que si le danger ci-dessus signalé existe réellement.

La valeur du courant de pointe pour non-rupture du boitier dépend énormément de I'emplacement du
claquage initial sur la pastille de silicium; elle est généralement plus faible si le claquage a lieu prés des
bords.

3.4 Courant de gachette

3.4.1 Courant direct de pointe de gachette

NOTE - On doit indiquer toutes les qualifications (par exemp 8 bles &
cette valeur limite.

4 Valeur limites de fréquence

bs de

A}

Températures limites minimale et maximale du fluide de refroidissement ou de boitier

6.2 Températures de stockage

Valeurs limites minimale et maximale.

6.3 Température virtuelle de jonction (s'il y a lieu)

Valeur limite maximale.
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several devices are connected in parallel), where a device failing to block reverse voltage causes a high,
steeply rising, short-circuit current that can fracture the case and cause damage to the equipment before a
fuse operates.

Therefore, the determination or verification of this limiting value of current needs a high-power testing
facility, and the costs of the testing itseif and of the samples which are destroyed in the test are consider-
able and are justified only in cases where the above danger really exists.

The value of the peak case non-rupture current depends considerably on the location of the initial break-
down on the silicon chip and is usually lowest if the breakdown occurs near the edge.

3.4 Gate current

3.4.1 Peak forward-gate current
Maximum rated value, with anode-cathode voltage polarity speci

NOTE - Any qualifications (for example, of time, energy, etc.) applicable

4 Frequency ratings (limiting values)

Where applicable, the maximum a
current ratings in clause 3 apply.

or which the voltage and

Minimum’and maxithum rated cooling fluid or case temperatures.

6.2 ) Storage temperatures

Minimum and maximum rated values.

6.3 Virtual junction temperature (where appropriate)

Maximum rated value.
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7 Caractéristiques électriques

(A une température ambiante ou de boitier de 25 °C, sauf indication contraire).

7.1 Caractéristiques a I'état passant (s'il y a lieu)

Courbes montrant la valeur instantanée de la tension a I'état passant en fonction du
courant & I'état passant jusqu’a la valeur maximale du courant de pointe répétitif & I'état
passant (3.3.2) a une température ambiante ou de boitier de 25 °C, et a une autre

Z valeur mite de Ta température viftuelle

de jonction.

7.2 Tension a I'état passant

Valeur maximale pour un courant égal a = fois la valeur I'état
passant (3.3.1), pour la température virtuelle limite rature
(ambiante ou de boitier) de 25 °C.

NOTES

1 n peut étre considéré comme égal & 3.

2 La valeur de référence qui permet de calculgr la/dissipali ssance a I'état passant dans les

conditions de fonctionnement est la tension 2 at pass s5.Jes conditions de fonctionnement est la
tension a I'état passant & la température maxi i jonction. Si cependant, il existe ung corré-
: % defniére peut étre indiquée pour simplifier

ale dans les conditions spécifiées suivantes:

I'état passant.

e courant hypostatique est la valeur du plus petit courant qui maintiendra
pe déterminé a I'état passant.

durant hypostatique est la valeur la plus élevée du courant au-dessous de laquelle

Valeur maximale dans les conditions spécifiées suivantes:

a) tension de la source, de préférence égale a 12 V,

b) i i : i ) T durée
de I'impulsion, amplitude et résistance du générateur d’'impulsions de déclenchement.

NOTE - La valeur maximale du courant d’accrochage est la valeur du plus petit courant qui maintiendra
tous les thyristors d'un type déterminé a I'état passant.

7.5 Courant de pointe répétitif a I'état bloqué

Valeur maximale pour la valeur limite de la tension de pointe répétitive a I'état bloqué a
25 °C et, s’il y a lieu, a la valeur limite maximale de la température virtuelle de jonction.
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7 Electrical characteristics

(At ambient or case temperature of 25 °C, unless otherwise stated.)

7.1 On-state characteristics (where appropriate)

Curves showing instantaneous value of on-state voltage versus on-state current up to the
maximum value of the peak repetitive on-state current (3.3.2), at an ambient or case
temperature of 25 °C and at one other higher temperature, preferably equal to the

—aximunT rated-virtuah junctionm temperature.

7.2 On-state voltage
Maximum value at a current of n times the rated mean on-st
maximum rated virtual junction temperature or at a case or am

NOTES

1 = may be taken as equal to 3.

7.3 Holding current

Maximum value and,
conditions:

a) source\giﬂcig
b) gate-bia i

Maximum value under the following specified conditions:

a) source voltage in the principal circuit, preferably equal to 12 V;

F Yoy al FY PN
UG, UuTativ

I TATEE TP PPN H W R ORE PO - W e $all " Jronguy H PPN | al iad FayTm P
D gy eTinTg puUts e Tistu i, ran H, i iTyIiiuuG, drii sgotolarnive Ul uic ing-=

ger pulse generator.

NOTE ~ The maximum value of the latching current is the smallest current that will maintain all thyristors of
a given type in the on-state.

7.5 Repetitive peak off-state current

Maximum value at the rated repetitive peak off-state voitage at 25 °C and, where appro-
priate, at the maximum rated virtual junction temperature.


https://iecnorm.com/api/?name=4075f6e06febc08805d7d5cc329cd903

-26- 747-6 amend. 2 © CE!:1994

7.6 Courant inverse de pointe répétitif

Valeur maximale pour la valeur limite de la tension inverse de pointe répétitive a 25 °C; en
outre, s’il y a lieu, valeur maximale pour la valeur limite maximale de la température
virtuelle de jonction. ’

7.7 Courant de g4chette d’amorgage et tension de géchette d’amorgage

Valeurs du courant de gachette et de la tension de gachette qui provoquent I'amorgage de

tous 1es thyrisStors aun type.

Les conditions suivantes doivent étre spécifiées:

a) tension a I'état bloqué, de préférence égale 3 12 V;
b) conditions de circuit de gachette;

c) température ambiante ou température de boitier

e de non-amorgage

ne provoquent 'amgrgage

ale aux deux tiers de la tension de pointe

¢ de boitier, de préférence égale A la yaleur

e les valeurs limites et les caractéristiques de gachette daps un
ar’la figure 14. La surface indiquant un amorgage certain peut|avoir
donnée par le courant d’amorgage par la gachette.

onde1a température virtuelle de jonction. On doit indiquer les valeurs de tension et de dourant
d’amorgage par'la gachette & 25 °C et a la température de fonctionnement minimale.
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7.6 Repetitive peak reverse current

Maximum value at the rated repetitive peak reverse voltage at 25 °C; in addition, where
appropriate, maximum value at the maximum rated virtual junction temperature.

7.7 Gate-trigger current and gate-trigger voltage

Values of gate current and gate voltage required to turn on all thyristors of a given type.

The following conditions shall be specified:
a) off-state voltage, preferably equal to 12 V;
b) gate-circuit conditions;
¢) ambient or case temperature.
7.8 Gate non-trigger current and gate non-trigger vgitag
Values of the gate current and gate voltage whic no thyristor of a given
type.
The following conditions shall be spesifieds

to two ds of the repetitive peak off-state

a) off-state voltage, preferably (equ
voltage (Vpgy) of 3.1.6;

temperature;

c) gate-circf‘ co
Presentation of Jix aracteristics for the gate
Limiting v existics for the gate are preferably given with reference to a
diagra 4. The area indicating certain triggering has a lower limit

NOTE - Thewalues of gate non-trigger voltage and current shall be given at maximum rated virtual junction
temperature: a_values of gate-trigger voltage and current should be given at 25 °C and at minimum
operating-temperature.
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Puissance de pointe dissipée
limite de la gachette

Vea b : \\\

Limites typiques des
caractéristiques de
géchette

lap = surface de non-amorgage

I = surface d'amorgage non certaip
Vep = surface d’amorgage certain

Ya

W

péci-

inimale de I'impulsion de gachette, de préférence deux fois le retard 3 la

croissance spécifié;

d) tension & I'état bloqué (avant I'état passant), de préférence égale a 0,5 fgis la
tension de pointe répétitive a I'état bloqué définie en 3.1.6.

7.10 Temps de désamorgage par commutation du circuit
Valeur maximale dans les conditions spécifiées suivantes:

a) forme d’onde du courant & I'état passant précédent;

NOTE - La forme d'onde doit étre de préférence rectangulaire et la durée doit étre suffisante pour que

Péquilibre des porteurs soit obtenue. L’amplitude doit étre de préférence égale a trois fois la valeur limite
du courant moyen & I'état passant.
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Maximum rated peak gate
power dissipation

Veg |

Typical limits of
gate characteristics

\
7N
7

ECN\I 32/

lgp = 9gate non-trigger current A16area of non-triggering

lar = 9gate-trigger current A, = area of uncertain triggering
Vap = gate non-trigger voltage area of certain triggering
Var = gate-trigger voltage

Typical and,
specified cof

a) and gate-circuit impedance;
b) ri ate pulse, preferably 0,5 us;
c) minimu tion of the gate puise, preferably two times the specified delay time;

d)—off-state voltage (prior to turn-on), preferably equal to 0,5 times the repetitive peak
off-state voltage of 3.1.6.

7.10 Circuit commutated turn-off time
Maximum value under the following specified conditions:

a) wave-shape of the preceding on-state current;

NOTE - The wave-shape shall preferably be rectangular and the duration must be sufficient to achieve
charge carrier equilibrium. The amplitude shall be preferably three times the rated mean on-state current.
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b) température ambiante ou température d'un point de référence égale a la
température la plus élevée pour laquelle la valeur de pointe du courant & I'état passant
est permise;

c) forme de la tension inverse a I'état bloqué;

d) tension inverse a l'instant ot la tension a I’état bloqué est appliqué (I'instant t, dans
la figure 15).

e) valeur de pointe et vitesse de croissance de la tension a I'état bloqué;

NOTE - La valeur de la tension de pointe a I'état bloqué doit étre au moins égale aux deux tiers de la
valeur limite de la tension répétitive de pointe a I'état bloqué.

f) polarisation de gachette pendant que le thyristor est & I'état bloqué:

— tension de la source de géachette,
— impédance de la source de gichette;
g) vitesse de décroissance du courant A I'état passant (-d

i

_\
N7

commutation forcée sans diode inverse
commutation forcée avec diode inverse
commutation par la charge (circuit antirésonant)

critique de croissance de la tension a I'état bloqué

Valeur maximale de la vitesse de croissance d’une tension appliquée croissant de fagon
sensiblement linéaire.

A

a) température ambiante ou température de boitier, de préférence égale a ia valeur
limite maximale de la température de jonction;

b) tension de pointe & I'état bloqué, de préférence égale aux deux tiers de la tension
de pointe répétitive a I'état bloqué (Vpg,,) de 3.1.6;

c) conditions de polarisation de gachette;
d) fréquence de répétition de la commutation.
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b) ambient or case temperature equal to the highest temperature at which the peak
value of the on-state current is permitted;

c) wave-shape of the reverse-blocking voltage;

d) reverse voltage at the time of initiation of off-state voltage (time instant t, in
figure 15);

e) peak value and rate of rise of off-state voltage;

NOTE - The peak value of the off-state voltage shall be at least two-thirds of the rated repetitive peak
off-state voltage.

f) gate bias while the thyristor is in the off-state:

— gate-source voltage,
— gate-source impedance;
g) rate of fall on on-state current (-di/dt)

| N
>

v

il

forced cogmmutation without inverse diode
forced ’commutation with inverse diode
load/’commutation (parallel resonant circuit)

ples of current and voltage wave-shapes during
turn-off of a thyristor under various circuit conditions

7.11 Critica rise of off-state voltage

Maximum- value of the rate of rise of an applied voltage rising in an approximately linear
manner.

| The following conditions shall be specified:
a) ambient or case temperature, preferably equal to the maximum rated virtual junction
temperature;

b) peak off-state voltage, preferably equal to two-thirds the repetitive peak off-state
voltage (Vpgy) of 3.1.6;

¢) gate-bias conditions;
d) switching repetition frequency.
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7.12 Dissipation de puissance totale

Pour les thyristors & température de boitier spécifiée seulement, courbes donnant la dissi-
pation de puissance totale maximale & la température maximale virtuelle de jonction en
fonction du courant moyen a I'état passant et de I'angle de conduction, pour la tension
inverse de pointe répétitive et pour la valeur maximale de la tension de pointe répétitive 2
I’état bloqué. On doit donner une courbe pour chaque condition de fonctionnement spéci-

fiée en 3.3.1.

-

/.T2.T "Energie totale dissipée pendant une impulsion de courant a I'état passant.e
forme de demi-onde sinusoidale (s'il y a lieu)

Courbes indiquant [I'énergie dissipée totale maximale cg
I'établissement du courant, I'énergie A I'état passant et I'énergie
en fonction du courant a I'état passant et de la durée de
suivantes.

ant:) JI’énergie a
vrement inverse
les conditions

NOTE - Les courbes de I'énergie totale maximale sont dolynées da it us F'on

b) Tension inverse spécifiée.

NOTE - Etant donné que l'influence de la tepsion, inyers iquée est significative sur la dissipgtion de

recouvrement inverse, il est reco

Bes sur

différentes tensions inverses, a 8 : ? brse.

c) Conditions de gachette spécifi¥ ¢ : urant.

La figure 16B

9,

Paramétre £,

0 -1 —_\
100 | ’\O,SJ
\ 0,1J

0,054
0,01J

10 : : -
10 100 1,000 tolus)

CEl 133194

Figure 16A — Energie totale dissipée Ep pour une seule onde sinusoidale de durée tp
et d'amplitude /g,
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7.12 Total power dissipation

For case-rated thyristors only, curves showing the maximum total power dissipation at
maximum virtual junction temperature as a function of mean on-state current and conduc-
tion angle, at the maximum value of the repetitive peak reverse voltage and at the
maximum value of the repetitive peak off-state voltage. A curve shall be given for each
operating condition specified in 3.3.1.

[ 7121 Total energy dissipated during one half-sine wave on-state current pulse (where
appropriate)

Curves showing the maximum total dissipated energy comprising tufn-on~plus on-state
plus reverse recovery energy related to the peak on-state currer pulse) duratior
under the following conditions.

NOTE — Curves for maximum total energy dissipation are given unde
operating junction temperature to be reached.

a) Specified off-state voltage before turn-on.

b) Specified reverse voltage.

NOTE - As there is a significant dependence on the-t
two or more families of curves be given based on di

Figure 16B is given

9,

Parameter £,

1J
05J
: 01J
0,05 J
10 r 0'[.” ] -
10 100 1.000 Lplus)

IEC 133194

Figure 16A —~ Total energy dissipation E_ during a single half-sine wave on-state
current pulse of duration tp and amplitude ;g\,
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7.12.2 Energie totale dissipée pendant une impulsic
forme trapézoidale (s’il y a lieu)

Figure 16B

Courbes indiquant les valeurs de I'énergie dj$sip q purant

recouvrement inverse, il est

d) réseau d

e') vi

reco

man

3 - aLion de
o nerdeux ou plusieurs familles de courbes basées siir diffé-

ible lexcalcul de la dissipation de recouvrement inverse.

écifiees pendant I'établissement et la coupure du coyrant;

1000 - ’\
100 \\ 05J
0,1J
0,05J
1
10 ' 0,01 J _
10 100 1000 twlus)
CEl 134194

Figure 17A — Energie totale dissipée E_ pour une seule impulsion trapézoidale
de durée t, et d’amplitude /;q\
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Itam 4+ — —— — —

/ \ -
} s
f—t -

Figure 16B

7.12.2 Total energy dissipated during one trapezoidal o
appropriate)

a) specified off-state voltage b

b) specified reverse voltage;
NOTE - As there is a significant depend

two or more families of curves be given ase@ffe 0

calculate the reverse recovagy dissipatio
s during

100 \\ 0,54
014
0,05J

10 T T -
10 100 1000 twius)

IEC 134194

Figure 17A — Total energy dissipation E_ during a single trapezoidal on-state current
pulse of duration t, and amplitude tam
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it

+ diy/dt

—diy/dt
% I*rq,ln

o\

' ¢

I
|
L—tw—q

Figure 17B

7.13 Charge recouvrée (s'il y a lieu)

Valeur maximale, ou valeurs maximale ifiées

suivantes:

b) vitesse de décroissance|\du ¢ouranha Ké
c) tension inverse, de pré ale 350 % de la tension inverse de pointe [répé-

titive (Vg Lindiquéelen 3.1.2;

d) température ambiante mperature de boitier égale a la température la plus
élevér 8 a pointe du courant a I'état passant est permise.

025 /ap +—o — —

0.8 /am ,__________\@/’
IRM e —— e e - ———— —

CEl 135194

Figure 18 — Charge recouvrée Q,, courant de recouvrement inverse de pointe /g,
temps de recouvrement inverse t_ (caractéristiques idéales)
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+ diy/d
fr/dt ~diy/dt

Iram - —\ -

Yo L ppm

o\

o

l
L——tw—>‘

357/83

Figure 178

7.13 Recovered charge (where appropriate)

conditions:

a) on-state current, preferably €
3.3.1;

(VRRM) of 3.1.2;
d) ambient or ¢4

value of th@st

0 o
025 gy doom t
/s
Z
QX
0.9 /rm ____________\@/’
IRM T —— - ————

IEC 135194

Figure 18 — Recovered charge Q,, peak reverse recovery current law
reverse recovery time t. (idealized characteristics)
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7.14 Courant de recouvrement inverse de pointe (s'il y a lieu). Voir la figure 18
ci-dessus.

Valeur maximale, dans les mémes conditions spécifiées aux points a) a d) de 7.13.

7.15 Temps de recouvrement inverse (s’il y a lieu). Voir la figure 18 ci-dessus.

Valeur maximale dans les mémes conditions spécifiées aux points a) a d) de 7.13.

L~ 13 Températures recommandées

8 Caractéristiques thermiques (s'il y a lieu)

8.1 Impédance thermique transitoire

Courbe de I'impédance thermique transitoire maximale en fon nps, dept
régime permanent jusqu’a 1 ms ou moins, ou bien relation mathén

9 Caractéristiques mécaniques et autres donnée

Voir la CEl 747-1.

10 Données d’applications

Orfdoit spécifier les triacs comme des dispositifs a température ambiante spécifié
comme des dispositifs & température de boitier spécifiée.

11994

is le

aral-

e ou

Un certain nombre de valeurs limites et de caractéristiques doivent étre indiquées a une

température de 25 °C et & une autre température spécifiée.

Sauf indication contraire, cette autre température spécifiée doit étre choisie par le
fabricant dans la liste donnée par la CEl 747-1; de plus, les températures de —40 °C et de

+35 °C peuvent étre utilisées.
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7.14 Peak reverse recovery current (where appropriate). See figure 18 above.

Maximum value under the same specified conditions (see items a) to d) of 7.13).

7.15 Reverse recovery time (where appropriate). See figure 18 above.

Maximum value under the same specified conditions a) to d) of 7.13.

8 Thermal characteristics (where appropriate)

8.1 Transient thermal impedance

Curve showing maximum transient thermal impedance versus time,.é g u steady-
state value down to 1 ms or less or, alternatively, a mathematical
9 Mechanical characteristics and other data

See IEC 747-1.

10 Application data

A statement of the special requireme
of thyristors or thyristor stacks.

gries or parallel connection

The manufacturer should be consulte

SECTION FRIODE THYRISTORS (TRIACS)

1 General 3

1.1 Range of appli

This section give dr triacs.

Triacs shall'be specified as ambient-rated devices or as case-rated devices.

1.3 Recommended temperatures

Many of the ratings and characteristics are required to be quoted at a temperature of
25 °C and at one other specified temperature.

Uniess otherwise stated, the one other specified temperature shall be chosen by the
manufacturer from the list in IEC 747-1; in addition, temperatures of —40 °C and +35 °C
may be used.
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2 Conditions pour les valeurs limites

11994

Les valeurs limites données a I'article 3 doivent étre indiquées pour une ou plusieurs des

conditions thermiques suivantes.

2.1 Triacs a température ambiante spécifiée

2.1.1 Convection libre

A 25 °C et & une tempérafure plus élevée (voir 1.3). Le fluide de refroidissement
pression (dans le cas d'un gaz) doivent étre spécifiés.

La pression atmosphérique doit étre au moins de 90 kPa (900 m
une altitude maximale de 1 000 m au-dessus du niveau de la

B _qui correspy

2.1.2 Circulation forcée

Les valeuys fimi
fonctiom@n}n

if'dans chaque sens de la tension principale. Par consé

3:1.1 Tension de pointe non répétitive a I'état bloque (V)

et la

bnd &

1.3).

dées

s de

ionne-

uent
¢s doivent étre indiquées pour chaque sens de fonctionnecinent.

de(s)

Valeur limite maximale.

Si cette valeur doit étre réduire pour des fréquences de fonctionnement plus élevées,

indiquer le facteur ou la courbe de réduction.

3.1.2 Tension de pointe répétitive a I'état bloqué (V)

Valeur limite maximale.
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2 Rating conditions

The ratings given in clause 3 shall be stated under one or more of the following thermal
conditions.

2.1 Ambient-rated triacs

2.1.1 Natural convection

At 25 °C and at one higher temperature (see 1.3). The cooling fluid and pressure (in the|
case of a gas) must be specified.

Air pressure shall be at least 90 kPa (900 mbar), corresponding to ¢ mum level of

1 000 m above sea-level.
2.1.2 Forced circulation

At a temperature taken from the list of recommended
pressure and flow of the cooling fluid must be specified

e 1.3). The type,

2.2 Case-rated triacs

The following ratings
for the particu i€

The ratings ang¢’cha istie mended here are based upon symmetrical operation
of the device_in\ei ctiomof the principal voltage. Therefore, equal limiting values
should be gi i ection of operation. If a characteristic is sensitive to the gate-

triggerimg.mg Nigle applicable shall be specified.

3.1 Principal voltages

3.1-1."Non-repetitive peak off-state voitage (Vpg),)

Maximum rated value

If this value has to be derated at higher operating frequencies, the derating factor or curve
shall be given.

3.1.2 Repetitive peak off-state voltage (Vpgy)

Maximum rated value.
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Si cette valeur doit étre réduite pour des fréquences de fonctionnement plus élevées,
indiquer le facteur ou ia courbe de réduction.

3.1.3 Tension de créte a I'état bloqué (Vpuu)

Valeur limite maximale d’une tension répétitive a I'état bloqué en forme de demi-ondes
sinusoidales a la fréquence du réseau, en général 50 Hz ou 60 Hz (durée: 10 ms ou
8,3 ms).

3.2 Tensions de géchette

Les tensions de gachette sont appliquées entre la gachette et Ja barne principale| 1 du
triac, cette borne 1 étant le point de référence pour la polarité de an-de gachette.

3.2.1 Tension positive de pointe de gachette

Valeur limite maximale.

3.2.2 Tension négative de pointe de gachett

Valeur limite maximale.

3.3 Courant principal

3 de la
température de\boitie 3 rence

cténi limite
re de

tharge

Cette valeurtimite doit étre exprimée en fonction de I'angle de conduction.

3.3.3 Courant de surcharge prévisible a I'état passant

Quand cette valeur mite est nécessaire, on doit la donner en indiquant la valeur limite
maximale de la température virtuelle de jonction et I'impédance thermique transitoire maxi-
male. De plus, des valeurs limites de courant de surcharge prévisible peuvent étre don-
nées par des graphiques.

3.3.4 Courant de surcharge accidentelle & I'état passant

Cette valeur limite doit étre donnée dans des conditions initiales correspondant a la valeur
limite de la température virtuelle de jonction. De plus, des chiffres correspondant a des
températures virtuelles de jonction initiales plus basses peuvent étre donnés.
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If this value has to be derated at higher operating frequencies, the derating factor or curve
shall be given.
3.1.3 Crest (peak) working off-state voltage (V)

Maximum rated value of a repetitive off-state voltage having a half-wave sinusoidal wave-
form at mains frequency, usually 50 Hz or 60 Hz (duration: 10 ms or 8,3 ms).

3.2 Gate voltages

Gate voltages are applied between gate and main terminal 1 of the tri ith terminal 1
being the reference point for gate-voitage polarity.

3.2.1 Peak positive gate voltage

Maximum rated value.

3.2.2 Peak negative gate voltage
Maximum rated value.
3.3 Principal current &

3.3.1 R.M.S. on-state current

istics (clause 7), the
temperature s

This rating-shall be“expressed in relation to the conduction angie.

3.3.3 Overload on-state current

Where this rating Is appropriate, it shall beé given by stating the maximum rated virtual
junction temperature and the maximum transient thermal impedance. In addition, overload
current ratings may be given by means of diagrams.

3.3.4 Surge on-state current

This rating shall be given at initial conditions corresponding to maximum rated virtual
junction temperature. In addition, figures corresponding to lower initial virtual junction
temperatures may be given.
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Les valeurs limites de courant de surcharge accidentelle doivent étre données pour les
durées suivantes.

a) Pour des durées inférieures & une demi-période (2 50 Hz ou 60 Hz), mais supé-
rieures 4 environ 1 ms, en termes de la valeur limite maximale de

[ 2at

On peut donner ces valeurs limites par une courbe ou par des valeurs spécifiées.

principale. On suppose qu'il n'y a pas d'application de la tension 2 I'état bloqué<immé-
diatement aprés la surcharge accidentelle.

inférieures a 15 pé-

b) Pour des durées égales ou supérieures a une période enti¢re e
Z limite maximale

On doit supposer qu’'une perte de contréle par la gachette se\produire temporai-
rement.
Ces valeurs limites sont données pour deg pé : plétes du courant de

¢) Pour une durée égale & une période ¢0
3.4 Courant de gachette

3.4.1 Courant positif de pointe de gache

Valeur limite maximale.

de la

e de la tension de pointe répétitive a I'état bloqué (Vpg,,) de 3.1.2;

b).vateur du courant de pointe a I'état passant, de préférence égale a V2 fpis le
courant efficace a I'état passant (3.3.1) spécifié pour une température de boitjer ou
ambiante de 85 °C;

c) vitesse de répétition, de préférence 50 Hz ou 60 Hz;

d—températare—ambiante—ou—température—deboitierégate a3 ta—température—a plus
éI’evée pour faquelle Ia valeur de pointe du courant a I'état passant est permise; P

e) conditions d’amorgage par la gachette.

NOTES

1 Les valeurs de di/dt ne s’appliquent pas aux triacs a faible courant.

2 On donnera la valeur de di/dt dans le cas ou il n’y a pas de réseau RC en paralléle avec le triac. Si, dans
le cas d'un réseau RC, on donne une valeur limite supplémentaire de di/dt, on devra spécifier I'amplitude st la
durée admissibles de la surcharge accidentelle due a ce réseau ou bien les paramétres du réseau.
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Surge current ratings shall be given for the following time periods.

a) For times smaller than one half-cycle (at 50 Hz or 60 Hz), but greater than approxi-
mately 1 ms, in terms of maximum rated value of

i2 dt

These ratings may be gwen by means of a curve or by specmed values The ratmg

appllcatlon of off-state voltage is assumed

b) For times equal to or greater than one full cycle and smaller,
50 Hz or 60 Hz), in the form of a curve showing the maximun
versus time.

5 cycles (at
ge current

Temporary loss of gate control must be assumed to occur.

ge current.

These ratings are given for full cycles of 50 Hz or 60 M4

c) For a time equal to one full cycle.
3.4 Gate current

3.4.1 Peak positive gate current

Maximum rated value.

b) peak.value of on-state current, preferably equal to V2 times the rated r.m.s.
on-state current of 3.3.1 specified for 85 °C case or ambient temperature;

¢) repetition rate, preterably 50 Hz or 60 Hz;

value of the on-state current is permitted;

e) gate-trigger conditions.
NOTES
1 di/dtratings are not applicable to low-current triacs.

2 The rated value of di/dt shall be given for the case of no RC network connected in parallel with the
triac. If an additional di/dt rating is given for the case where an RC network is present, the permissible
amplitude and duration of the surge from this network or the parameters of this network must be stated.
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4 Valeurs limites de fréquence

S'il y a lieu, fréquences maximale et/ou minimale pour lesquelles les valeurs limites de
tension et de courant (article 3) s’appliquent.

5§ Valeurs limites de dissipation de puissance

5.1 Dissipation de puissance de gachette

5.1.1 Puissance moyenne de gachette

Valeur limite maximale.

5.1.2 Puissance de pointe de gachette

Valeur limite maximale.
Si ces valeurs limites dépendent de la température ou du facteur q'utilisation, une finfor-
mation concernant la réduction de la puissance a i

6 Valeurs limites de température

6.1 Triacs a température ambignte s érature de boitier spécifice

Températures limites minimale /et maximale\ambiante ou de boitier.

Les{caractéristiques recommandées ici sont basées sur le fonctionnement symétrique du
dispositif et, par conséquent, doivent correspondre a des valeurs limites pour chaque|sens
de fonctionnement. Si une caractéristique dépend du mode de déclenchement par la
géachette, le(s) mode(s) applicable(s) doit(doivent) étre spécifié(s).

7.1 Caractéristiques a I'état passant (s'il y a lieu)

Courbes montrant la valeur instantanée de la tension & I'état passant en fonction du
courant a I'état passant jusqu'a la valeur maximale du courant de pointe répétitif a I'état
passant (3.3.2), a une température ambiante ou de boitier de 25 °C, et & une autre
température plus élevée, de préférence égale a la température virtuelle limite maximale de
jonction.
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4 Frequency ratings (limiting values)

Where applicable, maximum and/or minimum frequencies for which the voltage and
current ratings (clause 3) apply.

5 Power dissipation ratings (limiting values)

5.1 Gate power dissipation

5.1.1 Mean gate power

Maximum rated value.

5.1.2 Peak gate power

Maximum rated value.

If these ratings are temperature or duty-factor depende mation should be

given.

6 Temperatu;e ratings (limiting values)

6.1 Ambient-rated and case-rated trjac

Minimum and maximum rated ambierit or case\tex atures.

Minimum and maxi

6.3 Virtual jun;

ase temperature, unless otherwise stated.)

The characteristic§ recommended here are based upon symmetrical operation of the
device;.and, therefore, shall be based upon limiting values for either direction of operation.
It acharacteristic is sensitive to the gate-triggering mode, the mode(s) applicable must be
specified.

7.1 On-state characteristics (where appropriate)

Curves showing instantaneous value of on-state voltage versus on-state current up to the
maximum value of the repetitive peak on-state current (3.3.2) at an ambient or case
temperature of 25 °C and at one other higher temperature, preferably equal to the
maximum rated virtual junction temperature.
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On doit mesurer cette caractéristique en impulsions, de fagon que la températu
jonction soit sensiblement égale & la température du boftier.

7.2 Tension a I'état passant

1994

re de

Valeur maximale pour un courant égal & ¥2 fois la valeur limite du courant efficace 2

I'état passant (3.3.1).

7.3 Courant hypostatique ou de maintien

Valeurs maximale et, s’il y a lieu, minimale dans les conditions spécifiées suivantes:

a) tension a I'état bloqué, de préférence égale a 12 V;
b) conditions de polarisation de gachette.

Valeur maximale de la vitesse de croissance d'une tension appliquée, croissant de
sensiblement linéaire ou de fagon exponentielle de zéro & au moins deux tiers de la V

infiendra

aquelle

intiendra

fagon
aleur

maximale de la tension de pointe répétitive a I'état bloqué, dans des conditions spéc

ifiées

de fréquence de répétmon de la commutation, de polarisation de géachette ?t de

lUIlIPU‘IdlUIU Vlll.UUIIU UU ]UIIbI.IUII

Les conditions suivantes doivent étre spécifiées:
a) température ambiante ou température de boitier, de préférence égale
température virtuelle maximale de jonction;

b) tension de pointe a I'état bloqué, de préférence égale aux deux tiers de la te
répétitive a I'état bloqué (Vpp,,) de 3.1.2;

¢) conditions de polarisation de gachette.

ala

nsion
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This characteristic shall be measured using a pulse method, so that the junction tempera-
ture is approximately equal to the case temperature.

7.2 On-state voltage

Maximum value at a current of V2 times the rated r.m.s. on-state current (3.3.1).

7.3 Holding current

Maximum and, where appropriate, minimum value, under the following specified
conditions:

a) off-state voltage, preferably equalto 12 V;
b) gate-bias conditions.

NOTE — The maximum value of holding current is the smallest current\that wi
type in the on-state.

in ain a acs of a given

The minimum value of holding current is the highest current be of a given type will return

to the off-state.

7.4 Latching current

b) triggering pulse: fiseti all i i voltage, amplitude, and resistance of
the pulse generator.

Maximum
junction te

7.6 Criticalrate okris

of off-state voltage

Maximum-value of the rate of rise of an applied voltage rising in an approximately linear
mannec.or in a exponential manner from zero to at least two-thirds of the maximum repeti-
tive peak off-state voltage, under specified switching repetition frequency, gate-bias
conditions and virtual junction temperature.

The following conditions shall be specified;
a) ambient or case temperature, preferably equal to the maximum virtual junction
temperature;

b) peak off-state voltage, preferably equal to two-thirds of the repetitive off-state
voltage (Vpgy) of 3.1.2;

c) gate-bias conditions.
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7.7 Vitesse critique de croissance de la tension de commutation

Valeur maximale dans les conditions spécifiées suivantes:

a) courant de pointe A I'état passant, de préférence égal 2 V2 fois la valeur du cou-
rant efficace a I'état passant de 3.3.1 défini pour 25 °C pour les triacs a température
ambiante spécifiée pour 85 °C pour les triacs a température de boitier spécifiée;

b) durée (on recommande 90 % d'une onde demi-sinusoidale) et vitesse de renverse-
ment du courant 3 I'état passant di/dt lorsqu’il s'inverse);

c) tension de pointe & I'état bloqué, de préférence égale aux deux tiers de la tepsion
répétitive a I'état bloqué (V) de 3.1.2;

d) température ambiante ou température de boitier de
température virtuelle limite de jonction;

a la

e) conditions de polarisation de gachette.

rovo-
ipale

spécifiée.

Les conditions suivantes doiv

c) températur

Les autres cor étre

spécifiées.
i ne
ten-

a) “tension’3 I'état bloqué, de préférence égale aux deux tiers de la tension de pointe
répétitive a I'état bloqué (Vpp,,) de 3.1.2;

b) température ambiante ou température de boitier de préférence égale (A la
température virtuelle maximale de jonction;

¢) conditions du circuit de gachette.

Les autres conditions influant sur les valeurs de ces caractéristiques doivent étre
spécifiées.

Présentation des valeurs limites et des caractéristiques de gachette

On donne de préférence les valeurs limites et les caractéristiques de gachette dans un
schéma représenté par la figure 19. La surface indiquant un amorgage certain peut avoir
une limite inférieure donnée par le courant d’amorgage par la gachette.


https://iecnorm.com/api/?name=4075f6e06febc08805d7d5cc329cd903

747-6 Amend. 2© |IEC:1994 -51-

7.7 Critical rate of rise of commutating voltage

Maximum value under the following specified conditions:

a) peak on-state current preferably equal to V2 times the r.m.s. value of on-state
current of 3.3.1 at 25 °C for ambient-rated triacs or at 85 °C for case-rated triacs;

b) duration (90 % of a half-sine wave recommended) and rate of reversal of on-state
current di/dt at zero crossing;

¢) peak off-state voltage, preferably equal to two-thirds of the repetitive peak off-state
voltage (Vpp,) of 3.1.2;

d) ambient or case temperature, preferably equal to the maximum ra
temperature;

ittual jjunction

e) gatebias conditions.

7.8 Gate-trigger current and gate-trigger voltage

Values of minimum gate current and minimum gate voltage reg n on all triacs of

2 characteristics should be specified.

7.9 Gate non-trigg g on-trigger voltage

Values of maxin ate jeurrent and maximum gate voltage which will not turn on any
triac of a gi pe at tf ed repetitive peak off-state voitage.

a) off:state voltage, preferably equal to two-thirds of the repetitive peak off-state
voltage (Vpgy) of 3.1.2;

b): ambient or case temperature, preferably equal to the maximum virtual junction
temperature;

¢) gate-circuit conditions.

Any other conditions affecting the values of these characteristics shall be specified.

Presentation of limiting values and characteristics for the gate

Limiting values and characteristics for the gate are preferably given with reference to a
diagram as shown in figure 19. The area indicating certain triggering has a lower limit
given by the gate-trigger current.
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NOTES

1 On indiquera les valeurs de tension et de courant de non-amorgage par la gichette a la valeur
maximale de la température virtuelle de jonction. On indiquera les valeurs de tension et de courant
d’amorgage par la gachette & 25 °C et & la température de fonctionnement minimale.

2 Si les caractéristiques données dans la figure 19 sont différentes selon les quadrants, cela doit étre
indiqué

Puissance de pointe dissipée
limite de la gachette

Vec k

A
1 IGD IGT \\/ IFG
s CEl 132194

A, = surface de non-amorgage

lgp = courant dp

lgr = courant de

=

A,= surface d’'amorgage non certain

A,= surface d'amorgage certain

n directe de gachette en fonction du courant direct de gachet{e

Valeur typigde et, s'il y a lieu, valeur(s) maximale(s), dans les conditions spégifiées

suivantes:

a) amplitude du courant de gachette;

b)—tempsdecroissance ducourant de gachette, de prétérence égalr 40,5 [is;

c) durée minimale de l'impulsion de gachette, de préférence égale A deux fois le
retard a la croissance spécifié du triac;

d) tension a I'état bloqué avant I'amorgage, de préférence égale a 0,5 fois la tension
de pointe répétitive a I’état bloqué (Vprw) de 3.1.2.
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NOTES

1 The values of gate non-trigger voltage and current shail be given at maximum rated virtual junction
temperature. The values of gate-trigger voltage and current should be given at 25 °C and a minimum
operating temperature.

2 If the characteristics given in figure 19 are different for different quadrants, this should be stated.

Maximum rated peak gate
power dissipation

Typical limits of
gate ¢

\
haracteristics
3 A
Var b
GT // 77 \
Ay <\(> G
A8 P
" lgp et N g
1EC 132194
lsp = gate non-trigger A, = area of non-triggering

lar= gate-triggepeurr
p= g@ate non-t

1= gate-trigger

A,= area of uncertain triggering

A,= area of certain triggering

7.10 Gate>eQ delay time

Typical. ‘and, whére appropriate, maximum value(s), under the following specified
conditions:

a) gate-current amplitude;

b) rise time of gate current, preterably equal to 0,5 us;

¢) minimum duration of the gate pulse, preferably equal to two times the specified
delay time of the triac;

d) off-state voltage prior turn-on, preferably equal to 0,5 times the repetitive peak off-
state voltage (Vpg,,) of 3.1.2.
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7.11 Dissipation de puissance totale

Courbe montrant la dissipation de puissance totale maximale en fonction du courant
sinusoidal efficace & I'état passant a 50 Hz ou 60 Hz.

S’il y a lieu, la dissipation de puissance a I'état passant, les dissipations de puissance a
I'amorgage et au désamorgage doivent étre spécifiées séparément.

8 Caractéristiques thermiques

8.1 Résistance thermique

Valeur maximale.

8.2 Impédance thermique transitoire (s'il y a lieu)

Courbe de I'impédance thermique transitoire maximale Lis le

régime permanent jusqu’a 1 ms ou moins.

9 Caractéristiques mécaniques et autres/donn

Voir la CEIl 747-1.

10 Données d’applications

Indication des exigences spéciales\relatives A mise en série ou en paralléle des friacs

ou des blocs 2 tria

ecommandations particuliéres.

RISTORS DIODES D'’AMORGAGE BIDIRECTIONNELS
PERATURE AMBIANTE SPECIFIEE

itif a\température ambiante spécifiée, destiné a étre utilisé dans les cifcuits
age des thyristors.

2—/Matériau semiconducteur: silicium, etc.

3 Polarité: bidirectionnelle.

4 Encombrement
4.1 Référence CEIl (on peut ajouter les références nationales)
4.2 Matériau du boitier

4.3 Identification des bornes et indication des connexions entre une borne et le boitier
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7.11  Total power dissipation

A curve showing the maximum total power dissipation as a function of r.m.s. sinusoidal
on-state current at 50 Hz or 60 Hz.

Where appropriate, the on-state power dissipation, the turn-on and turn-off dissipations
shall be specified separately.

8 Thermal characteristics

8.1 Thermal resistance

Maximum value.

8.2 Transient thermal impedance (where appropriate)

Curve showing maximum transient thermal impedance versus
state down to 1 ms or less.

9 Mechanical characteristics and other data

See |IEC 747-1.

10 Application data

A statement of the special requirem ble to series or parallel connection

of triacs or triac stacks

ants re ap

The manufacturer s

<

2 Semiconductor material: silicon, etc.

3/Polarity: bi-directional

4 Outline
4.1 |IEC reference (national reference may be added)
4.2 Case material

4.3 Terminal identification and any connection between a terminal and the case
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5 Valeurs limites (systéme des valeurs absolues) dans la gamme des températures de
fonctionnement, sauf spécification contraire

5.1 Températures de stockage minimale et maximale ( Tstg)

5.2 Températures ambiantes de fonctionnement minimale et maximale (T, )

5.3 Courant de pointe répétitif maximal, pendant une durée d’'impulsion spécifiée a 25 °C
Itrm @insi qu’une courbe de réduction en fonction de la température

6 Caractéristiques (applicables aux deux directions eta 7__, = 25 °C sauf indicatign
contraire)

6.1 Valeurs minimale et maximale de la tension de retourneme

6.2 Valeur maximale de la différence entre les valeurs abso

des deux tensions de retournement

NOTE - | V(BO)1 > | Vieoy, l.

o
sion
7 Informations suppléy

Courbe du. cot
fréquen in

de la

La présente-séction fournit les régles applicables aux thyristors blocables par la gachgtte.

1.2 Méthodes de spécification

Les thyristors blocables par la giachette doivent étre définis comme étant des disposltifs a

températures ambiantes ou de boitier spécifiées.

1.3 Températures recommandées

Un grand nombre de valeurs limites et caractéristiques doivent étre indiquées pour une
température de 25 °C et pour une autre température spécifiée. Sauf indication contraire,
il est recommandé au fabricant de choisir la seconde température dans la liste de la
CEl747-1. En outre, il est permis d'utiliser les températures de -40 °C et +35 °C.
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5 Limiting values (absolute maximum system) over the operating temperature range,
unless otherwise stated

5.1 Minimum and maximum storage temperatures (Tstg)

5.2 Minimum and maximum ambient operating temperatures (T}

5.3 Maximum repetitive peak current for a specified puise duration at 25 °C together with
a derating curve as a function of temperature (/;q\)

6 Characteristics (applicable to both directions and at 7__, = 25 °C unless otherwise
stated)

6.1 Minimum and maximum values of the breakover voltage (V(Bo))

6.2 Maximum value of the breakover voltage asymmetry l V(Bo

NOTE - | vmc,)1 (I V(BC,)2 [

T,p=25°CtoT,

amb max’

6.4 Maximum value of the breakove

6.5 Minimum difference voltage betv
a specified current, preferably 10 mA

7 Supplementary info

Curve of the brea
frequency.

ndenspecified conditions as a function of pulse

— GATE TURN-OFF THYRISTORS

This section gives standards for gate turn-off thyristors (GTO thyristors).

V.2 Rating methods

GTO thyristors are to be specified as ambient-rated or case-rated devices.

1.3 Recommended temperatures

Many of the ratings and characteristics are required to be quoted at a temperature of
25 °C and at one other specified temperature. Unless otherwise stated, the one other
temperature should be chosen by the manufacturer from the list in IEC 747-1. In addition,
temperatures of -40 °C and +35 °C may be used.
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2 Conditions pour les valeurs limites

Les valeurs limites définies dans l'article 3 doivent étre indiquées pour une ou plusieurs
des conditions de températures suivantes.

2.1 Thyristors blocables par la gachette a température ambiante spécifiée

2.1.1 Convection thermique naturelle

Rent et

sa pressnon (dans Ie cas d’un gaz) douvent étre spécufués

La pression d’air doit étre d’au moins 90 kPa (900 mbar), ce qui aspond_a une altitude

maximale de 1 000 m au-dessus du niveau de la mer.

2.1.2 Convection thermique forcée

A une température choisie parmi la liste des températ 21s 6 voir 1.3).

otte] le point de référence spécifié auquel la
‘une des bornes.

inverse de pointe répétitive (Vo)

Valeur maximale de pointe d’'une impuision de tension inverse répétitive.

P i . VRS T
-0 TeNSIOM IMVeTSE CoOMMuUe (Vg (S Ty a (1eu)

Valeur maximale.

3.1.4 Tension de pointe non répétitive a I'état bloqué (Vg)y) (sil y a lieu)

Valeur maximale de pointe d'impulsion de tension a I’état bloqué, non répétitive dans des
conditions de gachette spécifiées.
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2 Rating conditions

The ratings given in clause 3 are to be stated under one or more of the following thermal
conditions.

2.1 Ambient-rated GTO thyristors

2.1.1 Natural convection

case of a gas) are to be specified.

Air pressure must be at least 90 kPa (900 mbar), corresponding to imum. level of
1 000 m above sea-level.

2.1.2 Forced circulation

2.2 Case-rated GTO thyristors

At a case temperature taken from theti

Unless otherwis
ating conditio

3.1 Anode-cathoa

P

3.1.2 Repetitive péak reverse voltage (Vggy)

Maximum peak value of repetitive reverse voltage pulses.

RD

Maximum value.

3.1.4 Non-repetitive peak off-state voltage (Vg (Where appropriate)

Maximum peak value of a non-repetitive off-state voltage pulse, under specified gate
conditions. :
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3.1.5 Tension de pointe répétitive a I'état bloqué (Vorw)

Valeur maximale de pointe dimpulsion de tension A I'état bloqué, répétitive dans des
conditions de gachette spécifiées.

3.1.6 Tension continue & I'état bloqué (Vpp) (s'il'y a lieu)

Valeur maximale.

3.2 Tensions de géachette

3.2.1 Tension de blocage de gachette (Vge)

Valeur limite maximale de la tension d'attaque d'un circuit 3 on de
I'état passant a I'état bloqué. La tension de gachette dép courts
intervalles de temps du fait de transitoires dus 3 I'jn chette
lorsque le courant de commutation de I'état passant 3 verse)

commence 3 baisser.

3.3 Courant a I'état passant

3.3.1 Courant de pointe non

de la

ala

poirite répétitif contrélable a I'état passant (lrarm)

pérature limite maximale virtuelle de jonction est atteinte a la fin de la grocé-
dure de blocage;

b) tension spécifiée réappliquée a I'état bloqué, de préférence égale a deux-tiers|de la
valeur limite maximale de tension de pointe répétitive a I'état bloqué;

c) vitesse de croissance spécifiée de la tension réappliquée A I'état bloqué;
d) tension créte de blocage spécifiée (Vpp)

e) tension d'attaque spécifiée dans le circuit de gachette, de préférence égale 2 la
valeur limite maximale de tension de blocage de gachette;

f) vitesse de croissance spécifiée du courant de blocage de gachette.
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3.1.5 Repetitive peak off-state voltage (Vpgy)

Maximum peak value of repetitive off-state voitage pulses, under specified gate
conditions.

3.1.6 Direct off-state voltage (V) (Where appropriate)

Maximum value.

3.2 GQGate voltages

3.2.1 Turn-off gate voltage (Vgs)

e voltage
ecircuit

Maximum rated value of the driving voltage in the turn-off gate cj
will exceed Vg, during short time intervals by the transi

inductance when the (reverse) turn-off gate current begins to fall.

3.3 On-state current

3.3.1 Non-repetitive peak controllable on-s

d) spécifie@x
e) specified driving

turn-off gate »

a) maximum rated virtual junction temperature is reached at the end of the turn-off
procedure;

by specified reapplied off-state voltage, preferably two-thirds of the maximum rated
repetitive peak off-state voltage;

c) specified rate of rise of the reapplied off-state voltage;
d) specified turn-off spike voltage (Vpp);

e) specified driving voltage in the gate circuit, preferably equal to the maximum rated
turn-off gate voltage;

f) specified rate of rise of the turn-off gate current.
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3.3.3 Courant efficace 3 I'état passant (IT(RMS)) (s’ily a lieu)

Valeur maximale dans des conditions de fonctionnement continu.

3.3.4 Courant en fonctionnement temporaire ou intermittent

Il est possible de calculer le courant maximal a I'état passant, dans des conditions de fonc-
tionnement temporaire ou intermittent, sur la base de la dissipation de puissance totale
résultante, de l'impédance thermique transitoire et de la température limite maximale

3.3.5 Courant de surcharge accidentelle 3 I'état passant (I

Valeurs maximales de pointe dans les conditions suivantes:

nction

n du
ifiées

c)

Il est admis |deNtepré 3 lleurs
spécif'@}
NOTE - Bie e\l urnies

a des
hontée

a) température limite maximale virtuelle de jonction avant I'impulsion de courant;

b) tension a I'état bloqué spécifiée avant commutation a I'état passant, de préférence
égale a deux-tiers de la valeur limite maximale de tension répétitive de pointe 2 |I'état

hloaud.
HOGEE

¢) valeur de pointe spécifiée de I'impulsion de courant a I'état passant, de préférence
égale a la valeur limite maximale de courant répétitif, de pointe, contrélable A I'état
passant, avec une forme d’onde de courant et une largeur d’'impulision spécifiées;

d) conditions d’amorgage spécifiées;
e) fréquence de répétition spécifiée;
f) circuit d’amortissement spécifié;

g) durée de P'essai (il convient qu’elle soit plus longue que la constante de temps
thermique du dispositif, par exemple 30 s).
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3.3.3 R.M.S. on-state current (IT(RMS)) (where appropriate)

Maximum value under continuous operating conditions.

3.3.4 Short-time and intermittent duty current

The maximum on-state current under short-time or intermittent duty may be calculated
from the resulting total power dissipation, the transient thermal impedance and the
maximum rated virtual junction temperature using the formula given in the appendix.

3.3.5 Surge on-state current (lrsm)

Maximum peak values under the following conditions:

b) with no off-state or reverse voltage reapplied afte ate srent loading. In
addition, figures valid with specified values of reaf erse € may be given;

value of

These ratings ma

NOTE - Althc@ &\ on-state gtings are given for half-sine waves, they are, according to
experience, also afplica Rimately triangular current wave-forms as occur when a sinusoidally
rising fault current\

a) maximum rated virtual junction temperature prior to current pulse;

b) specified off-state voltage before turn-on, preferably two-thirds of the maximum
rated repetitive peak off-state voltage;

¢) specified peak value of the on-state current pulse, preferably equal to the maximum
rated repetitive peak controllable on-state current, with current wave shape and pulse
width specified;

d) specified triggering conditions;
e) specified repetition frequency;
f) specified snubber circuit;

g) test duration (should be longer than the thermal time constant of the device, for
example 30 s).
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4 Valeurs limites de puissance
4.1 Puissance de géchette

4.1.1 Puissance de pointe de gachette dans le sens direct (Pegm)

Valeur maximale pour une largeur d'impulsion et un taux de répétition spécifiés.

— 5 Valeurs limites de température

5.1 Température virtuelle de jonction (ij)

Valeur maximale.

5.2 Températures de stockage (Tstg)

Valeurs maximale et minimale.

' bornes de soudage, la tempdrature
Atrd ifides.

ainsi que la durée de soudage maxima doiventé

gachette munis de connexions par vis, les valeurs

Pour le rist
limites d S

brides
a disque), les forces limites de serrage maximale et minimale dpivent
i que la rigidité des surfaces de montage.

7.«Caractéristiques électriques

Sauf indication contraire, a spécifier pour une température ambiante de 25 °C ou polir une
température de boitier.

7.1 Tension a I'état passant (V7)
Valeur maximale dans les conditions suivantes:

a) courant a I'état passant spécifié, de préférence égal a la valeur limite maximale de
courant répétitif de pointe contrélable a I'état passant;

b) & des températures de boitier ou ambiante spécifiées, égales a la température
limite maximale virtuelle de jonction. Si un rapport défini existe entre les valeurs
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4 Power ratings (limiting values)
4.1 Gate power

4.1.1 Peak forward gate power (Pgq),)

Maximum value for a specified pulse width and repetition rate.

S Temperature ratings (limiting values)
5.1 Vintual junction temperature (ij)

Maximum value.

5.2 Storage temperatures (Tstg)

Minimum and maximum values.

5.3 Soldering temperature for GTO thyristors havir

For GTO thyristors having solder
duration are to be specified.

pldering temperature and

For GTO thyristors hg
values are to b

7 Electrical characteristics

To/be specified for 25 °C ambient or case temperature, unless otherwise stated.

7.1 On-state voltage (V)
Maximum value under the following conditions:

a) specified on-state current, preferably equal to the maximum rated repetitive peak
controllable on-state current;

b) at a case or ambient temperature equal to the maximum rated virtual junction
temperature. If a defined relationship exists between the values at this temperature and
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définies a cette température et & une température de 25 °C, la valeur de cette derniére
température peut étre fournie;

c) valeur spécifiée du courant de gachette (nécessaire pour maintenir la conduction a
I’état passant).

7.2 Tension de seuiI(VT(TO))

Valeur maximale & la température maximale virtuelle de jonction spécifiée.

7.3 Résistance apparente & I'état passant (ry)

Valeur maximale a la température maximale virtuelle de jonction s

7.4 Courant de maintien ( )

Valeur maximale & la tension a I’état bioqué spécifiée, d

7.5 Courant d'accrochage ( h)

Valeur maximale a la tension & I'état bloq Q s des
conditions d’amorgage spécifiées, ave d'onde “de courant et une largeur
d'impulsion spécifiées.

blaqué spécifiée, de prétérence égale a deux-tiers|de la
pétitive a I'état bloqué;

o) ot
tensio AR

de queue de pointe (l5,)

Valeur maximale dans les conditions suivantes:

a) température limite maximale virtuelle de jonction;

b) courant & I'état passant avant blocage, égal au courant limite maximal répétitif de
pointe contrélable a I'état passant;

c) tension a I'état bloqué spécifiée, de préférence égale a deux-tiers de la valeur limite
maximale de tension répétitive de pointe a I'état bloqué;

d) vitesse de croissance spécifiée de la tension réappliquée a I'état bloqué;

e) tension d'attaque spécifiée de blocage de gachette, de préférence égale a la
tension spécifiée maximale de blocage de la gachette;

f) vitesse de croissance spécifiée du courant de blocage de géchette.
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at 25 °C, the value at the latter temperature may be given;

c) specified value of gate current (required to maintain full on-state conduction).

7.2 Threshold voltage (VT(TO))

Maximum value at maximum rated virtual junction temperature.

7.3 On-state slope resistance (ry)

Maximum value at maximum rated virtual junction temperature.

7.4 Holding current (1,,)

Maximum value at specified off-state voltage, preferably 24 v

7.5 Latching current (1)

Maximum value at specified off-state voltage, pr specified triggering

conditions, with current wave-shape and pulse w

c) spécifie oak Joff-stdte W@
peak off-statevvottage;

Maximum value under the following conditions:

a) maximum rated virtual junction temperature;

b) on-state current before turn-off equal to the maximum rated repetitive peak control-
lable on-state current;

c) specified off-state voltage, preferably two-thirds of the maximum rated repetitive
peak off-state voltage;

d) specified rate of rise of the reapplied off-state voltage;

e) specified turn-off gate driving voltage, preferably equal to the maximum rated turn-
off gate voltage;

f) specified rate of rise of the turn-off gate current.
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7.9 Courant d’amorgage par la gachette de limite supérieure (Ig1.x) €t tension
d’amorgage par la g4chette de limite supérieure (Vgrmay)
Valeurs maximales dans les conditions suivantes:

a) tension basse spécifiée a I'état bloqué, de préférence 24 V;

11994

b) résistance de source maximale fournissant un courant a I'état passant suffisant

pour garantir la condition de tous les ilots de cathodes.

710 _Courant damorgage pa
d’amorgage par la gachette de limite mféneure (VGTmm) (su nécessalre)

Valeurs minimales dans les conditions suivantes:

a) tension spécifiée a I'état bloqué, de préférence égale 3
maximale de la tension répétitive de pointe a I'état bloq

b) température limite maximale virtuelle de jonctio
¢) conditions spécifiées de polarisation de la g4

du courant de pointe a

dissipation d’énergie a I'état passant).

NOTE - Pour les ondes demi-sinusoidales, la formule ci-aprés donne une bonne approximation
vitesse de croissance du courant a I’état passant:

di; 3 I

dt t

ou
Ty est I'amplitude, ot

tp est la durée de la demi-alternance.

limite

¢ de fournir le générateur

I'état

ale a

é;

rune

rant a

de la

de la
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7.9 Upper limit gate trigger current (I ) and upper limit gate trigger voltage (Vg

Tmax Tmax)

Maximum values under the following conditions:

a) specified low off-state voltage, preferably 24 V;

b) specified maximum source resistance that will prbvide sufficient on-state current to
assure condition of all cathode islands.

7-Y0—tower fimit gate-trigger current UGTmin) arnd-foweT finmt gate-trigger voltage ”GTmin)

(if necessary)

Minimum values under the following conditions:

a) specified off-state voltage, preferably two-thirds of the m
peak off-state voltage;

d\repetitive

b) maximum rated virtual junction temperature;
¢) specified gate-bias conditions.

7.11  Peak gate turn-off current (Iggaom

Curve showing the minimum value the gate t
supplying as a function of the peal 3
following conditions:

maximum rated repe
¢) specified rate

d) specified drivi
turn-off gat

e) specified ral

parameters(excluding the on-state energy dissipation).

NOTE - For half-sine waves a good approximation of the rate of rise of the on-state current is:

di S iy

dt tp

where
Iy is the amplitude, and

tp is the duration of the half-wave.
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7.13 Dissipation d’énergie & I'état passant (E;)

11994

Courbes indiquant la dissipation maximale d'énergie a I'état passant pour une impulsion
de courant a I'état passant stabilité, a I'exclusion des dissipations d’amorgage et de dés-

amorcage, utilisée comme paramétre dans un diagramme illustrant le courant max
de pointe admissible a I'état passant en fonction de la durée de I'impulsion.

1) pour les ondes demi-sinusoidales, et
2) pour les impulsions de courant de forme rectangulaire.

7.14 Dissipation d’énergie & la coupure du courant (EQ)

Courbes indiquant la dissipation d'énergie maximale & la coup
impulsion de courant a I'état passant, en fonction du courant de

re du courant pou

imum

r une

‘6tat passant, en

utilisant comme parameétres la vitesse de croissance et la vale e\ pol Sion a

NOTE - Les valeurs de dissipation de puissance d’amorgageet de e
1 liant le
par la fréquence de répétition.

7.15 Retard a la croissance (commandé p

Valeur type et, le cas échéa
direct de pointe de gachette.

aque spécifiée dans le circuit de gachette, de préférence égale
aximale de la tension de gachette de désamorgage;

e/de croissance spécifiée du courant de gachette de désamorgage;
g) température limite maximale virtuelle de jonction.

eur de

g dissipation d'énergie

urant

s les

1l & fa

de la

ala

7.16.1 Temps maximum de blocage (commandé par gachette) (tgq)

Valeur maximale.

7.16.2 Retard de blocage (par la gachette) (tdq)

Valeur maximale.
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7.13 On-state energy dissipation (E7)

Curves showing the maximum on-state energy dissipation for one on-state current pulse in
the steady state, excluding the turn-on and turn-off dissipations, as a parameter in a
diagram of the maximum allowable peak on-state current as a function of the pulse
duration.

i} for half-sine waves, and
ii) for rectangular current pulses.

7.14 Turn-off energy dissipation (Eq)

Curves showing the maximum turn-off energy dissipation for one on-state current-pulse as
a function of the peak on-state current with the rate of rise and the peak valué of the
reapplied off-state voltage and the forward spike voltage as parameters.

NOTE - Turn-on, on-state and turn-off power dissipation values res¢ valentyenergy dissi

pation values per pulse are mulitiplied by the repetition frequency.

7.15 (Gate-controlled) delay time ( tgd)

Typical and, where appropriate, maxi
gate current.

7.16 Turn-off time intervals

conditions:

a) specified peal
rated repet@p 3

f) specified g of rise of the turn-off gate current;

g).(maximum rated virtual junction temperature.

7.16.1 (Gate-controlled) turn-off time (tgq)

Maximum value.

7.16.2 (Gate-controlled) turn-off delay time (tdq)

Maximum value.


https://iecnorm.com/api/?name=4075f6e06febc08805d7d5cc329cd903

-72- 747-6 amend. 2 © CEl:

7.16.3 Temps de décroissance (par la gachette) (tfq)

Valeur maximale.

7.16.4 Temps de queue (t,)

Valeur maximale.

8 Caractéristiques thermiques

8.1 Résistance thermique de Ia jonction a la température ambiante ( thja)

Valeur maximale, applicable uniquement aux thyristors bloga par—la’ gachg

température ambiante spécifiée.

Valeur maximale, applicable uniquement aux
température de boitier spécifiée.

spécifiée; représe

ment d’u@

8.6 _Impédance thermique transitoire de jonction par rapport a celle du dissipateur
thermique (Z, hlh)

1994

tte a

tte a

t1ch)

tte a

iante
ange-

oitier

Applicable uniquement aux thyristors blocables par la gachette & température de b

oftier

spécifiée; représentée par une courbe de Zthjh en fonction du temps écoulé aprés ch?nge-

__~~__ment d'un échelon de perte de puissance

9 Caractéristiques mécaniques et autres informations

Se reporter & la CEl 747-1.
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7.16.3 (Gate-controlled) fall time (tfq)

Maximum value.

7.16.4 Tail time (t,)

Maximum value.

—8  Thermal characteristics

8.1 Thermal resistance junction to ambient (Rthja)

Maximum value for ambient-rated GTO thyristors only.

8.2 Thermal resistance junction to case (Rthjc)

Maximum value, for case-rated GTO thyristors only.

8.3 Thermal resistance case to heatsink (R,

For ambient-rated GTO th
following a step change\i

9,

ction to case (Zthjc)

a curve of Z,. as a function of the time elapsed

hjc

For-case-rated GTO thyristors only, a curve of Zthjh as a function of the time elapsed
following a step change in power loss.

9 Mechanical characteristics and other data

See IEC 747-1.
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CHAPITRE IV: METHODES DE MESURE

11994

Remplacer les paragraphes 1.1 et 1.2 existants par les nouveaux paragraphes suivants:

1.1 Précautions générales

Pour les mesures des caractéristiques a I'état passant des thyristors, la qualité
source de courant continu n'et pas considérée comme importa pourvd - que le
d’ondulation créte A créte soit inférieur a 10 %.

ants inverses, il peut étre nécessai
de recueillir des parasites, par ex

De plus, 2 saigneusement & maintenir I'inductance résiduelle aussi faibl
possible, i

onditions de température pour toutes les mesures de caract
s ci-apres.

atteint.

1.2 Tension a I'état passant

de la
taux

ation
pndre

hplifi-

e de
mple
aussi

b que

Bristi-

a été

1.2.1 Méthode en courant continu

La tension & I'état passant peut étre mesurée dans le circuit indiqué par la figure 20. Le

courant & I'état passant spécifié est établi aprés que le thyristor a commuté a

I’état

passant et la tension entre les bornes d’anode et de cathode est mesurée dans des condi-

tions spécifiées de polarisation et d'impédance du circuit de gachette.
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Page 99
CHAPTER IV: METHODS OF MEASUREMENT

Replace the existing subclauses 1.1 and 1.2 by the following new subclauses:

1.1 General precautions

—tt-t—Generatprecautions ford.c-measurements

For the measurements of the on-state characteristics of thyristors, the quality of)\the
source of direct current is not considered to be important, provided that the peak-to-peak
ripple is less than 10 %.

In addition, particul
especially for

The measurements should be performed only after thermal equilibrium is reached.

1.2 ,On-state voltage

1.2.1 D.C. method

On-state voltage can be measured in the circuit shown in figure 20. The specified on-state
current is set after the thyristor is switched to the on-state and the voltage between the
anode and cathode terminals is measured under specified conditions of bias and
impedance of the gate circuit.
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Figure 20 — Circuit de mesure de la tension a I'état passan

1.2.2 Méthode de I'oscilloscope

La figure 21a ci-dessous correspond & un circui

T = thyristor mesuré
S = source de polarisation de gachette

parcourt le thyristor dans le sens direct) le i ant
tension-courant est présentée/sur 'os€iNoseope(co i

R,

ntinu)

nusoi-
s des
purant
a I'état passant. La gourbe

o

é\Q;V@T
e

CEl 137194

Figure ié iimuit de mesure de la tension a I'état passant (méthode de I'oscillosgope)

T = thyristor mesuré
R, = faible résistance
S = source de polarisation de gachette

CEl 138194

Figure 21b — Courbe de Ia tension a I'état passant en fonction du courant
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T = thyristor under test
S = gate-biasing source

Figure 20 - Circuit for the measurement of on-state voltz

1.2.2 Oscilloscope method

Figure 21a below shows a circuit for the measuremen

the thyristor is in the on-state and the voltage
loscope is shown in figure 21b.

[l]m

IEC 13794
= thyristor under test
= resistor, low resistance
= gate-biasing source

Figure 2 ircuit for measurement of on-state voltage (oscilloscope method)

IEC 13894

Figure 21b — Graphic representation of on-state voltage versus current characteristic
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1.2.3 Méthode en impulsions
But

Mesurer la tension a I'état passant d'un thyristor dans des conditions spécifiées en
utilisant une méthode en impulsions.

Schéma
R1
\ O
]
T
v T {
y Oscillloscope
G B { } /\ ou appareils de
-n_ | IRa lecturp de créte
L Rg I..rl
| g 1
\) 2

G 0067173

Description et exigences du cikeui

bivent

ur les
Bs, la
dispersion des temps a I'état passant est relativement faible; cette condition existg pour
les largeurs d’impulsions comprises entre 100 us et 500 us. Pour les thyristors de grandes
dimensions, la dispersion des temps a I'état passant est grande, ce qui peut nécessiter
des largeurs d'impulsions supérieures a 1 ms. Si les caractéristiques a I'état passant|diffe-

rent a la croissance et a la decroissance du courant, on doit utiliser la caractéristique 3 la
décroissance du courant (c’est-a-dire celle pour laquelle le thyristor était complétement
amorcé). Le thyristor peut étre partiellement amorcé si 'amplitude du courant n’a pas une
valeur suffisante.

On peut utiliser des appareils de mesure de créte au lieu de l'oscilloscope, mais ils
doivent étre des instruments qui permettent de mesurer la tension a I'état passant lorsque
le thyristor est complétement amorcé.
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1.2.3 Pulse method
Purpose

To measure the on-state voltage of a thyristor under specified conditions, using a pulse
method.

Circuit diagram

-R1

R3 instruments

T
rl"| <\ Osgilioscopeg
G B | peak readjng
|
J

[ —— T N

I /N :
U

. . @ 006J7{73.
()
Circuit description and requirements

thyristors_ and devices having distributed gate structures, the turn-on spreading time
is relatively short, and this condition may be met with pulse widths of 100 us to 500 ps.
With_large thyristors having long turn-on spreading times, puise widths of 1 ms or more
may be necessary. If the on-state characteristics for rising current and for falling current
are not identical, the characteristic for falling current (i.e. for the fully conducting thyristor)

should be taken. The thyristor may stick in a partly turned-on condition if the current ampli-
tude is not high enough.

Peak reading instruments may be used instead of the oscilloscope, but they must be
instruments that allow measurement of the on-state voltage at the time the thyristor is fully
turned on.
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Précautions a prendre
On doit veiller & ne pas dépasser la valeur limite de di/dt du thyristor & mesurer.
Exécution

La tension délivrée par le générateur d’impulsions et la tension de déclenchement par la
gachette sont initialement nulles.

On regle la température a la valeur spécifiée et on effectue les réglages nécessaires pour
——Féaliserles-conditions-depotarisation:

On ajuste le courant a I'état passant & sa valeur spécifiée en augmentant la tension du
générateur d’'impulsions; on mesure alors la tension a I'état pass r 'oscilloscope.

Conditions spécifiées

Les valeurs des conditions suivantes doivent étre données:

a) courant de pointe & I'état passant;

b) température ambiante, température du Doitie empérature d'un pojnt de

c) conditions de polarisation du circuit /de dé ent par la gachette, y compris
R, si nécessaire.

Page 106

Remplacer le paragraphe 1.4 exi eau paragraphe suivant:

1.4 Courant ¢

But Q

Mesurer le

A
= 1
) -
\_/ R | B
[ |
‘Rg T

0070173

Figure 24


https://iecnorm.com/api/?name=4075f6e06febc08805d7d5cc329cd903

—madeto-thebiasconditions:

747-6 Amend. 2 © IEC:1994 -81-

Precautions to be observed
Care should be taken not to exceed the rated di/dt of the thyristor being measured.
Measurement procedure

The pulse generator and gate-triggering voltages are initially set to zero.

Temperature conditions are set to the specified value and any necessary adjustments

The specified on-state current is then set by increasing the voltage of the pulse generator
the on-state voltage is measured on the oscilloscope.

Specified conditions

The values of the following conditions should be stated:
a) peak on-state current;
b) ambient, case or reference-point temperature;

¢) gate-triggering circuit bias conditions, incl g

Page 107

Replace the existing subclause 1.4 hy tf@go i subclause:

1.4 Latching curren
Purpose Q
To measure the

Circuit diagra

ristor under specified conditions.

Y

- 1
O\ rh
< =1
. |
Rs. T
l_'ﬁ—l 1

0070{73

Figure 24
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Description et exigences du circuit

B = source de déclenchement et de polarisation de gachette
R, = résistance de protection
R, = résistance étalonnée non inductive qui permet de déterminer le courant.

L’inductance résiduelle L du circuit comprenant la source de tension continue doit étre

aussi faible que possible.

Exécution

La résistance R, ayant sa valeur maximale, le thyristor ne doit'pas conduire de
continue lorsque l'interrupteur S est fermé.

0 7 7 T
, 0071(73 |
li"*goulrant d'accrochage

t \= durée de I'impulsion de déclenchement

Figure 25

esure pour obtenir une précision plus grande en manoe
ajustant la valeur de R, jusqu’a ce que le point critique ou I'on

Conditions spécifiées

Les valeurs des conditions suivantes devront étre données:

fagon

1'il ne
purant

vrant
tteint

a) tension & I'état bloqué;

b) conditions de polarisation de gachette: tension, polarité et résistance de

I'alimentation de polarisation de gachette, y compris R, si nécessaire;

c) impulsion de déclenchement: temps de croissance, temps de décroissance, largeur
de I'impulsion, taux de répétition, amplitude de la tension et résistance du générateur

d’impulsions de déclenchement;

d) température ambiante, température du boitier ou température d'un point de

référence.
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Circuit description and requirements

B = triggering and gate-bias source
R, = protective resistor
R, = calibrated non-inductive current sensing resistor

The residual inductance L of the circuit including the d.c. voltage source should be as
small as possible.

Measurement procedure

With the resistor R, at its maximum value, the thyristor should not conduct continuously|
when switch S is closed.

rease
current

The value of R, is then gradually reduced and the principal ¢
until it does not fall at the end of each triggering pulse. The va

cipa

-
t

0071{73

Specified.conditions

The-values of the following conditions should be stated:

a) off-state voltage;

b) gate bias conditions: voltage, polarity and resistance of the gate bias supply, includ-
ing R, as necessary;

c) triggering pulse: rise time, fali time, pulse width, repetition rate, voltage amplitude,
and resistance of the trigger pulse generator;

d) ambient, case or reference-point temperature.
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Page 112

Remplacer les paragraphes 1.6.2 et 1.6.3 existants par le nouveau paragraphe suivant:
1.6.2 Méthode de l'oscilloscope

But

Mesurer le courant de pointe & I'état bloqué d’un thyristor pour une valeur spécifiée de la

tension de pointe répétitive a I’état bloqué dans des conditions spécifiées.

Schéma
— DH A<(\

Re

x Oscilloscppe
Q

ou appardils de
\/ lecture de créte

d

Po68/73 .

s6ant des demi-alternances positives de sorte que (l'on

stance de protection
ésistance étalonnée, non inductive, qui permet de déterminer le courant

thyristor & mesurer

Exécution

La tension de pointe répétitive a letat bloqué aux bornes du INyristor, Mesuree sur
I'oscilloscope, est ajustée 2 l'aide de la tension de source alternative. La valeur de créte
du courant 3 I'état bloqué qui traverse le thyristor est alors mesurée sur I'oscilloscope
connecté aux bornes de R,.

On peut utiliser des appareils de mesure de créte au lieu de l'oscilloscope, mais ils
doivent étre des instruments qui permettent la mesure du courant de pointe & I'état bloqué
lorsque la tension répétitive & I'état bloqué atteint sa valeur de pointe.
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Page 113
Replace the existing subclauses 1.6.2 and 1.6.3 by the following new subclause:

1.6.2 Oscilloscope method

Purpose

off-state voltage

under specified conditions.

Cireuit diagram

Ry

— -

e

e thyristor is measured

G ating voltage source
R, tive resistor
R, alibrated non-inductive current sensing resistor
T = thyristor being measured
Measurement procedure

Oscillosco
or peak reg
instrument

D. and D jod¢ vide positive half-cycles, so that only the off-state charac-

be
ding

68(73 .

The repetitive peak off-state voltage across the thyristor, measured on the oscilloscope, is
adjusted by means of the alternating voltage source. The peak value of the off-state

current through the thyristor is then measured on the oscilloscope connected across R,.

Peak reading instruments may be used instead of the oscilloscope, but they must be
instruments that allow measurements of the peak off-state current at the time the repeti-

tive off-state voltage reaches its peak value.
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Conditions spécifiées

Les valeurs des conditions suivantes devront étre données:

a) tension de pointe répétitive a I'état bloqué;
b) fréquence de la source de tension alternative;

c) conditions de polarisation de géachette; tension de source d'alimentation et résis-
tance de source ou résistance gachette-cathode;

d) temperature ambiante, température du boitier ou température d'un poipt de
référence.

Page 120

géchette (1, et tgt)
Remplacer I'alinéa c) existant, a la page 122, par le

c) Description et exigences du circuit

yristor
Ai VD,

di/dt =05 —Ttﬂ

1

g croissance du courant a I'état passant nécessaire pour atteindre |a
comme le montre la figure ci-dessous.

50% /1m - —

Figure 33
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Specified conditions

The values of the following conditions should be stated:

a) repetitive peak off-state voltage;
b) frequency of alternating voltage source;
¢) gate-bias conditions: source voltage and source resistance or gate-cathode resistor;

Uy _ambient; tase or reference-point temperatare.

Page 121

1.9 Gate controlled delay time and turn-on time (ty and tgt)

Replace the existing paragraph c), on page 123, by the folo

¢) Circuit description and requirements

and L1 are such that their values are ap
current magnitude /7, and time t,/as follg

50% /v 4 —

Y

363/83

Figure 33
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R, est une résistance servant a protéger la diode D pendant la charge du condensateur

C,.
1
On n'utilise R, que si elle est spécifiée.
Le condensateur C, se charge a travers D et R, pendant une demi-alternance

de la

tension d’alimentation. A la demi-alternance suivante, le générateur d’'impulsions de

gachette doit &tre synchronisé de fagon qu’une impulsion de déclenchement soit
quée pendant que le courant de charge est négatif.

appli-

La tension aux bornes du thyristor est appliquée a I'une des entrées de I'oscilloscope
UCtiv 3
3

Page 126

Remplacer le paragraphe 1.10 existant, aux pages 126 et 128
suivant:

1.10 Temps de désamorgage par commutation du

&
S

- Vitesse de croissance spécifiée

But

v

t

5 des

e
1

tq t
I = courant d'anode du thyristor
vV = tension d’anode du thyristor

Iqw = courant inverse de pointe

Figure 35 — Formes d’onde pendant la commutation du thyristor
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R, is a resistor protecting the diode D when the capacitor C, is being charged.

Resistor R, is only to be used when specified.

Capacitor C, is charged on one half-cycle of the supply voltage through D and R,-
On the next half-cycle, the gate-trigger pulse generator should be synchronized so that
the gate-trigger pulse is applied while the charging supply is negative.

One input to the oscilloscope is the voltage across the thyristor and the other input is

[ the voltage across the non-inguctive calibrated resistor Rs.

Page 127

Replace the existing subclause 1.10 on pages 127 and 12
subclause:

1.10 Circuit commutated turn-off time (tq)

Purpose

To measure the circuit commutated turn-off time

NOTE — It is measured from the instant whe
thyristor is capable of blocking the off-state

/-- Specified rate of rise

t

| = thyristor anode current
V = thyristor anode voltage
lam = peak reverse current

Figure 35 — Thyristor switching wave-forms
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Principe de fonctionnement

Le schéma de la figure 35 indique le principe de fonctionnement d'un circuit utilisé pour
donner les formes d'onde indiquées sur la figure 34. Par commodité, le circuit utilise des
générateurs de courant et des interrupteurs idéaux.

L
l s s R
L 2 ,3/| I 2
LS 0, ¥ 0,
——— /
<g> 0337 S‘1 ;ZT Vg::_
C——.
T ® T s
G; V1';.L 1

= générateur A courant constant (a |}

= générateur & courant constant (A Issance'\variable)
= thyristor en essai

» = source de tension inverse

1

G
G2
7

v

s S, et S,, ce qui provoque la commu-
uction d’'un courant spécifieé /.. On puvre
énchement est déconnecté du thyristor) sans

b) Ap
thyris

e au
afin

bcage
ou le
I'état
ssive-
5 soit

capacité de blocage en inverse.

On utilise la diode D, en liaison avec la tension V, pour limiter la tension de blocage. On
utilise I'inductance L, et la résistance R, pour fixer la vitesse de variation du courant lors
de la commutation a partir de I'état passant. Le courant /, compiéte le recouvrement
inverse de la diode D, et charge alors le condensateur C, linéairement en fonction du
temps a une vitesse égale a /,/C,, de fagon a obtenir la valeur voulue de la vitesse de
croissance de la tension de blocage a la fin du cycle de commutation.


https://iecnorm.com/api/?name=4075f6e06febc08805d7d5cc329cd903

747-6 Amend. 2 © IEC:1994 -91-

Operating principle

The basic circuit diagram in figure 35 indicates the operating principles of a circuit used to
generate the wave-forms shown in figure 34. For convenience, the circuit uses current
generators and ideal switches.

S

S b
T 2 3, R
D,

s 1 ¥

e

194

GCQ) 0; ¥ o L S, ;ZT =
1 g 171
GSD V- Ry
T A\
\ X

G, (on-state) constant current generatet

G, = (variable rate of rise) constant curreat ge to
T = thyristor under test

V, =reverse voltage supply

b) After th it
specified a dena

reversal through

In the.circuit, diode D, must have a reverse recovery time longer than the reverse
recovery time of the thyristor, so that the full reverse-voltage cycle appears across the
thyristor. Diode D, is used to prevent a commutation voltage transient when the thyristor

begins to recover its reverse-blocking capability.

Diode D, is used in conjunction with the voltage V, to limit the blocking voltage. Inductor
L, and resistor R, are used to determine the rate of current change during switching from
the on-state. The current /, completes the reverse recovery of diode D, and then charges
capacitor C, linearly with time at a rate equal to /, / C,, producing the required rate of rise
of blocking voltage at the end of the switching cycle.
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